
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドレインに正バイアス電圧 、ゲートに負バイアス電圧 印加

高周波増幅素子 ＧａＡｓＩＣと、正電圧を入力して負電圧を発生 るＤＣ／ＤＣ
コンバータ回路、及び該正電圧と該負電圧を電源とし、正のゲートバイアス電圧を入力し
て 負のゲートバイアス電圧 出力する入力反転回路を有するシリコンＩ
Ｃと 、
　

ことを特徴とする正電圧動作型高周波電力増幅器。
【請求項２】
　

ことを特徴とする請求項１ の正電圧動作型高周波電力増幅器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＧａＡｓＭＥＳＦＥＴを高周波増幅素子とする正電圧動作型の高周波電力増幅
器に関する。
【０００２】
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を印加し を するＭＥＳＦＥＴ
を とする す

反転出力端子から を
を

一つのパッケージ内に設けた互いに分離し独立した二つのダイアイランドにそれぞれ個
別に実装するとともに、前記反転出力端子を前記ＧａＡｓＩＣのゲートバイアス端子に接
続する

前記シリコンＩＣの、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ回路及び前記入力反転回路のＧＮＤ端
子を、前記ＧａＡｓＩＣを実装したダイアイランドに接続し、該ダイアイランドを外部の
ＧＮＤに接地する 記載



【従来の技術】
図２にＧａＡｓＭＥＳＦＥＴを用いた従来の高周波電力増幅器の回路構成例を示す。
【０００３】
増幅用素子、ＧａＡｓＭＥＳＦＥＴ１２のゲート端子に入力整合回路１３が、ドレイン端
子には出力整合回路１４がそれぞれ接続され、ソース端子は接地されている。上記整合回
路１３及び１４は、それぞれ直流阻止用キャパシタ１５及び１６を介して、それぞれ信号
入力端子１７及び信号出力端子１８に接続されている。
【０００４】
ＧａＡｓＭＥＳＦＥＴ１２のゲートバイアス及びドレインバイアスは、それぞれゲートバ
イアス端子２１及びドレインバイアス端子２２から、それぞれチョークコイル１９及び２
０を介して供給される。
【０００５】
上記構成の回路においては、ゲートバイアス端子２１には負電圧を、ドレインバイアス端
子２２には正電圧を供給し、ゲートバイアスによる制御によりドレイン電流を所要値に設
定して用いる。
【０００６】
信号入力端子１７へ入力したマイクロ波信号は、整合回路１３及び１４により入出力整合
されたＭＥＳＦＥＴ１２により電力増幅され、増幅されたマイクロ波信号は信号出力端子
１８から出力される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、ＧａＡｓＭＥＳＦＥＴを用いた高周波電力増幅器においては、ドレインバ
イアスには正電圧を、ゲートバイアスには負電圧が必要となるため、このような増幅器を
駆動するには、外部に正電圧電源と共に負電圧電源を設けることが不可欠となる。
【０００８】
本発明は、上記のような問題点を解消し、外部から供給する電圧は全て正電圧で動作が可
能な高周波電力増幅器を実現しようとするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　ドレインに正バイアス電圧 、ゲートに負バイアス電圧 印加

高周波増幅素子 ＧａＡｓＩＣと、正電圧を入力して負電圧を発生 るＤＣ／ＤＣ
コンバータ回路、及び該正電圧と該負電圧を電源とし、正のゲートバイアス電圧を入力し
て 負のゲートバイアス電圧 出力する入力反転回路を有するシリコンＩ
Ｃと 、

するように構成した。
【００１０】
　また、

【００１１】
【発明の実施の形態】
図１に本発明の正電圧動作型高周波電力増幅器の一実施例の回路図を示す。本増幅器の主
要部は、二つのＩＣチップ、シリコンＩＣチップ１０とＧａＡｓＩＣチップ２３とで構成
されている。
【００１２】
上記シリコンＩＣチップ１０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ回路１と、演算増幅器３、入力抵
抗４（Ｒ１）及び帰還抵抗５（Ｒ２）とを含む入力反転回路２とにより構成されている。
【００１３】
一方、ＧａＡｓＩＣチップ２３は、図２で示した従来例と同様なＧａＡｓＭＥＳＦＥＴ１
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を印加し を するＭＥＳＦＥＴ
を とする す

反転出力端子から を
を 一つのパッケージ内に設けた互いに分離し独立した二つのダイアイランドにそれ

ぞれ個別に実装するとともに、前記反転出力端子を前記ＧａＡｓＩＣのゲートバイアス端
子に接続

前記シリコンＩＣの、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ回路及び前記入力反転回路のＧ
ＮＤ端子を、前記ＧａＡｓＩＣを実装したダイアイランドに接続し、該ダイアイランドを
外部のＧＮＤに接地するようにした。



２を含む電力増幅器で構成されている。
【００１４】
上記のように構成されたシリコンＩＣチップ１０とＧａＡｓＩＣチップ２３とは一つのパ
ッケージ内に設けられた互いに分離、独立したダイアイランド、シリコンＩＣ用ダイアイ
ランド１１とＧａＡｓＩＣ用ダイアイランド２４にそれぞれ個別に実装される。
【００１５】
このように分離、独立したダイアイランドに個別に実装するのは、シリコンＩＣチップ１
０とＧａＡｓＩＣチップ２３とでは基板電位が異なるためであるが、両ＩＣのＧＮＤを共
通にするために、以下のように接続する。
【００１６】
　すなわち、ＧａＡｓＩＣチップ２３のＦＥＴソース端子をＧａＡｓＩＣ用ダイアイラン
ド２４に接地し、シリコンＩＣチップ１０のＤＣ／ＤＣコンバータ回路１と入力反転回路
２の各ＧＮＤをＧＮＤ端子９に接地する。 ＧＮＤ端子９を ダイア
イランド２４に接続し、同ダイアイランドを外部回路のＧＮＤに接地することで、各ＧＮ
Ｄ電位は全て共通にされる。
【００１７】
また、シリコンＩＣチップ１０の反転出力端子８は、ＧａＡｓＩＣチップ２３のゲートバ
イアス端子２１に接続される。
【００１８】
　以下、本高周波電力増幅器の動作について説明する。 端子６に正電圧（＋ＶＤ
Ｄ）が印加されると、シリコンＩＣチップ１０では、まずＤＣ／ＤＣコンバータ回路１に
より、上記正電圧（＋ＶＤＤ）が負電圧（－ＶＤＤ）に変換される。
【００１９】
　また、入力反転回路２では、演算増幅器３に電源として上記＋ＶＤＤと上記変換により
発生した－ＶＤＤが入力され、 端子７から正のゲートバイアス電圧として正電圧
（＋ＶＧＧ）を入力すると、 端子８には入力反転出力として負電圧（－ｋ・ＶＧ
Ｇ）が出力される。
【００２０】
ここで、ｋは入力抵抗（Ｒ１）と帰還抵抗（Ｒ２）とで下式により決まる定数であり、
ｋ＝Ｒ１／Ｒ２
所要な値に設定される。
【００２１】
　 端子８に出力された負電圧（－ｋ・ＶＧＧ）は、負のゲートバイアス電圧とし
て、 端子２１及びチョークコイル１９を介してＧａＡｓＭＥＳＦＥＴ１２
のゲートに供給される。ドレインバイアスは、図２の従来例と同様に、ドレインバイアス
端子２２及びチョークコイル２０を介してドレインに供給される。
【００２２】
　本高周波電力増幅器は上述のように構成されているので、 端子７に印加する正
のゲートバイアス電圧、＋ＶＧＧを制御することにより、 ＦＥＴ１２に供
給する負のバイアス電圧が制御され、ドレイン電流は所望の値に設定される。
【００２３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の高周波電力増幅器では、ＧａＡｓＭＥＳＦＥＴを有するＧ
ａＡｓＩＣと共に、ＤＣ／ＤＣコンバータ回路及び入力反転回路を有するシリコンＩＣを
設け、正のゲートバイアス電圧を入力して負の電圧に反転させ、その電圧を負のゲートバ
イアス電圧としてＧａＡｓＭＥＳＦＥＴのゲートに供給できるようにしたので、外部より
の電源の供給は正電圧のみで済み、負電圧の必要はなくなる。
【００２４】
　 、本発明の高周波電力増幅器は互いに分離され独立した二つのダイアイランドを有
する一つのパッケージ内に、前記シリコンＩＣチップ及び前記ＧａＡｓＩＣチップをそれ
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そして、 ＧａＡｓＩＣ用

＋ＶＤＤ

＋ＶＧＧ
反転出力

反転出力
ゲートバイアス

＋ＶＧＧ
ＧａＡｓＭＥＳ

特に



ぞれ個別に実装することで、両ＩＣの基板電位の違いに対処した構造とすることができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の正電圧動作型高周波電力増幅器の一実施例の回路図である。
【図２】ＧａＡｓＭＥＳＦＥＴを用いた高周波電力増幅器の従来例の回路図である。
【符号の説明】
１　ＤＣ／ＤＣコンバータ回路
２　入力反転回路
３　演算増幅器
４　入力抵抗
５　帰還抵抗
６　＋ＶＤＤ端子
７　＋ＶＧＧ端子
８　反転出力端子
９　ＧＮＤ端子
１０　シリコンＩＣチップ
１１　シリコンＩＣ用ダイアイランド
１２　ＧａＡｓＭＥＳＦＥＴ
１３　入力整合回路
１４　出力整合回路
１５、１６　直流阻止用キャパシタ
１７　信号入力端子
１８　信号出力端子
１９、２０　チョークコイル
２１　ゲートバイアス端子
２２　ドレインバイアス端子
２３　ＧａＡｓＩＣチップ
２４　ＧａＡｓＩＣ用ダイアイランド。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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